
� �������	�
���	�
���	������������������������	��� 
������������


� ��!��"����#�$��	����������
!��������"�����������

Presented by: Jeff Hebb, Ph.D.

Contributors: 
David Owen, Yun Wang, Shrinivas Shetty, Van Le, 

Shaoyin Chen, Andy Hawryluk

Ultratech, Inc.

July 17, 2009



� �������	�
���	�
���	������������������������	��� 
������������

 �	����

�%�	��$��	���

��$&��	������'����������������	�(����	����

�)*+��

�#�����'��	�����'����$&����$�
� �

�,-	��$�.���	��	����	����	��$�&�����	���	����



/ �������	�
���	�
���	������������������������	��� 
������������

!������	�(������	��	���

���	�(����$������$�	��(���(�0��1�	���2$�����$�1�	���21�'���&����	����

)�	�����"

�������	


,(������

3�	��	��


 ��!����

llll 4���5��(

#�'���	�&�

 �	���


��	���

������	�(
��(����	���


��&������

��")0

���
�����
�

!���*����		��.�	��

�5���	���2$������'��(�	�

�!����1�&�����	���

��2������0�$�

�6��1�	��������

�5���'��2	�21�'��������	�.���	�

���(����	����'��$.��"����	���

/5�!�1��	����

�7��-�.���$1����	�(�

�,''��	�&���	�����$�����	����



8 �������	�
���	�
���	������������������������	��� 
������������

Performance (Speed)
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Key Highlights

•Trends toward multi-media 

“connected” devices have 

placed unprecedented 

demands on simultaneous 

power and leakage

•Leakage reduction is 

critical for:

• Battery life

• Cooling requirements
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• Typically, an increase in LSA peak temperature of 100C reduces 
leakage by 2-5X, depending on device integration (e.g, Adachi et al. 
Toshiba, IEDM 2005).
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Isolation

Gate Ox 

Gate Formation

S/D Extension & Halo

SW Spacer Formation

SMT Process

Deep S/D Implantation 

S/D spike RTA

Ni Silicidation

BEOL Process
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Multiple LSA steps is mainstream for advanced nodes
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LSA/Implant optimization gives leakage reduction and improved uniformity
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Transistor Delay
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RMS X Error

RMS Y Error
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